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耐U形弯曲抗衰减型同轴电缆

(57)摘要

本实用新型公开了一种耐U形弯曲抗衰减型

同轴电缆，包括聚酯短纤维缓冲芯材，在聚酯短

纤维缓冲芯材外表面上由若干线径不超过

0.18mm镀锡铜单丝编织并紧压形成镀锡铜网导

体层，镀锡铜网导体层外部依次包覆PFA挤包内

绝缘层、ETFE绕包外绝缘层、铜丝缠绕内屏蔽层、

铁氧体薄膜绕包层、辐照交联高密度聚乙烯内护

套层、铜丝缠绕外屏蔽层和辐照交联高密度聚乙

烯外护套层，铜丝缠绕内屏蔽层和铜丝缠绕外屏

蔽层均为若干扇形镀银铜丝并排螺旋缠绕形成。

该电缆耐U形弯曲性能更好，导体不易断丝断线，

屏蔽层机械强度高，耐弯曲扭转性能更好，有助

于降低信号衰减量，屏蔽性能稳定，耐用性更好。
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1.耐U形弯曲抗衰减型同轴电缆，其特征是：包括聚酯短纤维缓冲芯材(1)，在所述聚酯

短纤维缓冲芯材(1)外表面上由若干线径不超过0.18mm镀锡铜单丝编织并紧压形成镀锡铜

网导体层(2)，所述镀锡铜网导体层(2)外部依次包覆PFA挤包内绝缘层(3)、ETFE绕包外绝

缘层(4)、铜丝缠绕内屏蔽层(5)、铁氧体薄膜绕包层(6)、辐照交联高密度聚乙烯内护套层

(7)、铜丝缠绕外屏蔽层(8)和辐照交联高密度聚乙烯外护套层(9)，所述铜丝缠绕内屏蔽层

(5)和所述铜丝缠绕外屏蔽层(8)均为若干扇形镀银铜丝并排螺旋缠绕形成。

2.根据权利要求1所述的耐U形弯曲抗衰减型同轴电缆，其特征是：所述镀锡铜单丝线

径为0.04mm至0.16mm。

3.根据权利要求1所述的耐U形弯曲抗衰减型同轴电缆，其特征是：所述PFA挤包内绝缘

层(3)厚度为所述ETFE绕包外绝缘层(4)厚度的2至4倍。

4.根据权利要求1所述的耐U形弯曲抗衰减型同轴电缆，其特征是：所述铁氧体薄膜绕

包层(6)为铁氧体薄膜多层搭盖绕包结构。

5.根据权利要求1所述的耐U形弯曲抗衰减型同轴电缆，其特征是：所述铁氧体薄膜绕

包层(6)绕向与所述铜丝缠绕内屏蔽层(5)绕向相反。

6.根据权利要求1所述的耐U形弯曲抗衰减型同轴电缆，其特征是：辐照交联高密度聚

乙烯外护套层(9)厚度为0.45mm至3mm。

7.根据权利要求1所述的耐U形弯曲抗衰减型同轴电缆，其特征是：所述铁氧体薄膜绕

包层(6)厚度为0.1mm至0.3mm。

8.根据权利要求1所述的耐U形弯曲抗衰减型同轴电缆，其特征是：所述铜丝缠绕内屏

蔽层(5)和所述铜丝缠绕外屏蔽层(8)的屏蔽覆盖率为90％至98％。

9.根据权利要求1所述的耐U形弯曲抗衰减型同轴电缆，其特征是：铜丝缠绕内屏蔽层

(5)的内层扇形镀银铜丝截面面积小于铜丝缠绕外屏蔽层(8)的外层扇形镀银铜丝截面面

积。

10.根据权利要求1所述的耐U形弯曲抗衰减型同轴电缆，其特征是：铜丝缠绕内屏蔽层

(5)厚度小于铜丝缠绕外屏蔽层(8)厚度。
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耐U形弯曲抗衰减型同轴电缆

技术领域

[0001] 本申请涉及电缆技术领域，特别涉及一种耐U形弯曲抗衰减型同轴电缆。

背景技术

[0002] 同轴电缆是电线电缆的主要品种之一。工业应用现场环境复杂，电磁噪声的辐射

或传导(EMI)可能会严重干扰设备的正常工作，而在这个过程中，电磁噪声传播的一类重要

载体，就是产线设备中使用的各种电缆。在自动化工业制造生产线上，小型机器人、电子机

器等电气连接及控制需要应用到同轴电缆。同轴电缆的铜丝屏蔽结构通常为圆铜丝缠绕屏

蔽，圆铜丝之间形成的空隙较大，经受反复扭转弯曲的工况下，容易断线，传送信号衰减量

大，噪音屏蔽效果并不十分理想。而且，导体通常为铜丝绞合结构，同轴电缆的工作状态下，

需要经受U形弯曲扭转，导体在弯曲受力状态下易造成局部应力集中，铜丝发生断丝断线，

耐用性较差。

实用新型内容

[0003] 本申请针对现有技术的不足，所要解决的技术问题是提供一种耐U形弯曲抗衰减

型同轴电缆，耐U形弯曲性能更好，导体不易断丝断线，屏蔽层机械强度高，耐弯曲扭转性能

更好，有助于降低信号衰减量，屏蔽性能稳定，耐用性更好。

[0004] 本申请是通过以下技术方案使上述技术问题得以解决。

[0005] 耐U形弯曲抗衰减型同轴电缆，包括聚酯短纤维缓冲芯材，在所述聚酯短纤维缓冲

芯材外表面上由若干线径不超过0.18mm镀锡铜单丝编织并紧压形成镀锡铜网导体层，所述

镀锡铜网导体层外部依次包覆PFA挤包内绝缘层、ETFE绕包外绝缘层、铜丝缠绕内屏蔽层、

铁氧体薄膜绕包层、辐照交联高密度聚乙烯内护套层、铜丝缠绕外屏蔽层和辐照交联高密

度聚乙烯外护套层，所述铜丝缠绕内屏蔽层和所述铜丝缠绕外屏蔽层均为若干扇形镀银铜

丝并排螺旋缠绕形成。

[0006] 作为优选，所述镀锡铜单丝线径为0.04mm至0.16mm。

[0007] 作为优选，所述PFA挤包内绝缘层厚度为所述ETFE绕包外绝缘层厚度的2至4倍。

[0008] 作为优选，所述铁氧体薄膜绕包层为铁氧体薄膜多层搭盖绕包结构。

[0009] 作为优选，所述铁氧体薄膜绕包层绕向与所述铜丝缠绕内屏蔽层绕向相反。

[0010] 作为优选，辐照交联高密度聚乙烯外护套层厚度为0.45mm至3mm。

[0011] 作为优选，所述铁氧体薄膜绕包层厚度为0.1mm至0.3mm。

[0012] 作为优选，所述铜丝缠绕内屏蔽层和所述铜丝缠绕外屏蔽层的屏蔽覆盖率为90％

至98％。

[0013] 作为优选，铜丝缠绕内屏蔽层的内层扇形镀银铜丝截面面积小于铜丝缠绕外屏蔽

层的外层扇形镀银铜丝截面面积。

[0014] 作为优选，铜丝缠绕内屏蔽层厚度小于铜丝缠绕外屏蔽层厚度。

[0015] 本申请的有益效果：
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[0016] 1 .通过增加聚酯短纤维缓冲芯材来吸收能量，在同轴电缆经受反复U形弯曲过程

中，分散减缓镀锡铜网导体层弯曲受力，减少局部应力集中，有效抑制镀锡铜丝断丝断线发

生，提高镀锡铜网导体层柔韧性，不会出现松散，耐久应用性更好。

[0017] 2.通过将原有的圆铜丝缠绕屏蔽结构改进为扇形镀银铜丝缠绕屏蔽结构，提高了

屏蔽层的机械强度，柔韧性更好，降低弯曲时的扭矩力，提高耐扭转性能和抗弯曲性能，铜

丝缠绕内屏蔽层外部绕包铁氧体薄膜绕包层对内屏蔽层进行固定，防止松散，有助于降低

信号衰减量，保证屏蔽性能的稳定性，通过在辐照交联高密度聚乙烯内外护套层之间增加

铜丝缠绕外屏蔽层，对护套层形成保护，并与铜丝缠绕内屏蔽层形成双层屏蔽结构，提高屏

蔽性能的稳定性，增加安全可靠性，耐久应用性更好。

附图说明

[0018] 图1为本申请实施例的断面结构示意图。

[0019] 附图标记说明：

[0020] 1‑聚酯短纤维缓冲芯材，2‑镀锡铜网导体层，3‑PFA挤包内绝缘层，4‑ETFE绕包外

绝缘层，5‑铜丝缠绕内屏蔽层，6‑铁氧体薄膜绕包层，7‑辐照交联高密度聚乙烯内护套层，

8‑铜丝缠绕外屏蔽层，9‑辐照交联高密度聚乙烯外护套层。

具体实施方式

[0021] 本申请的实施方式部分使用的术语仅用于对本申请的具体实施例进行解释，而非

旨在限定本申请，下面将结合附图对本申请实施例的实施方式进行详细描述。

[0022] 参见图1，本申请实施例的耐U形弯曲抗衰减型同轴电缆，包括聚酯短纤维缓冲芯

材1，在所述聚酯短纤维缓冲芯材1外表面上由若干线径不超过0.18mm镀锡铜单丝编织并紧

压形成镀锡铜网导体层2，进一步的，所述镀锡铜单丝线径为0.04mm至0.16mm。

[0023] 所述镀锡铜网导体层2外部依次包覆PFA挤包内绝缘层3、ETFE绕包外绝缘层4、铜

丝缠绕内屏蔽层5、铁氧体薄膜绕包层6、辐照交联高密度聚乙烯内护套层7、铜丝缠绕外屏

蔽层8和辐照交联高密度聚乙烯外护套层9，进一步的，所述PFA挤包内绝缘层3厚度为所述

ETFE绕包外绝缘层4厚度的2至4倍。所述铜丝缠绕内屏蔽层5和所述铜丝缠绕外屏蔽层8均

为若干扇形镀银铜丝并排螺旋缠绕形成，进一步的，铜丝缠绕内屏蔽层5厚度小于铜丝缠绕

外屏蔽层8厚度，更进一步的，铜丝缠绕内屏蔽层5的内层扇形镀银铜丝截面面积小于铜丝

缠绕外屏蔽层8的外层扇形镀银铜丝截面面积。所述铜丝缠绕内屏蔽层5和所述铜丝缠绕外

屏蔽层8的屏蔽覆盖率为90％至98％。在一个实施方式中，所述铁氧体薄膜绕包层6为铁氧

体薄膜多层搭盖绕包结构。所述铁氧体薄膜绕包层6绕向与所述铜丝缠绕内屏蔽层5绕向相

反。所述铁氧体薄膜绕包层6厚度为0.1mm至0.3mm。辐照交联高密度聚乙烯外护套层9厚度

为0.45mm至3mm。

[0024] 最后应说明的是：以上各实施例仅用以说明本申请实施例的技术方案，而非对其

限制；尽管参照前述各实施例对本申请实施例进行了详细的说明，本领域的普通技术人员

应当理解：其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分或者

全部技术特征进行等同替换；而这些修改或者替换，并不使相应技术方案的本质脱离本申

请实施例各实施例技术方案的范围。
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图1
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